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はじめにはじめにはじめにはじめに    MOSFET の微細化以外の性能向上がい

ろいろ試みられており、そのなかで期待されている

手法のひとつに高誘電率ゲート絶縁膜に高移動度チ

ャネルを組み合わせる方法がある。その有力な材料

の一つとして、Si より高い電子移動度を有する

InGaAsが注目されており、良好な界面特性を得られ

る高誘電率絶縁膜材料の検索が精力的に行われてい

る。しかし、絶縁膜 / InGaAs界面で、As酸化物や

Ga酸化物が界面準位密度を増加させ、電気的特性を

劣化させてしまうことが報告 [1]されており、

In0.53Ga0.47Asの初期酸化過程と酸化物／In0.53Ga0.47As

界面の化学結合状態を解明する必要がある。我々は、

角度分解 X 線光電子分光法（AR-XPS）を用いて

In0.53Ga0.47As 表面の酸素中での酸化過程を詳細に調

べた[2]。今回は、大気中での酸化過程を詳細に調べ

酸素中酸化との酸化過程の違いなどを調べたので、

それらについて報告する。 

実験方法実験方法実験方法実験方法    InP基板上に In0.53Ga0.47Asをエピタキシャ

ル成長させた基板を HF 洗浄後、1. 高純度酸素中室

温で酸化させた試料(oxidation)、2. 大気暴露で酸化さ

せた試料(air oxidation)を酸化と測定を繰り返すこと

で、酸化過程を調べた。測定は、ESCA-300（ νh  = 

1486.6eV）で、In 3d、Ga 2p、Ga 3p、As 3d、O 1s、C 

1s、F 1s光電子を脱出角度 30、90°で測定すること

で評価した。なお、高純度酸素中酸化では XPS 測定

は試料を大気に晒すことなくおこなった。酸素は、

60hまで純度 99.9999％、60h以降は、純度 99.99％を

使用した。また、どちらも酸化温度は室温（23℃）

である。 

結果結果結果結果    Fig. 1 に大気酸化処理の場合の酸化の進行

に伴う O 1s光電子スペクトルの変化を示す。ここ

で、未酸化の Inからの光電子強度でそれぞれ規格

化した。図から、大気暴露時間の増加と共に O原

子が増加するものの、その増加量は、徐々に減少

していることがわかる。Fig. 2 に、光電子スペクト

ルの解析により求めた大気酸化の場合の未酸化の

信号に対する酸化した信号の強度比（As, Ga, In）

の大気暴露時間依存性を示す。最初 Asのサブオキ

サイドの強度が大きい。その後、大気暴露時間の

増加と共に As のサブオキサイドが減少すると共

に As2O3の強度が増えている。これは、Asのサブ

オキサイドが As2O3 に変わっていることを意味す

る。次に、In の酸化物と Ga の酸化物は、As2O3

が形成後に、その強度が増加しはじめている。以

上のことは、最表面に Asが存在し、暴露時間が長

くなると 2 層目（In と Ga からなる面）の酸化が

はじまることを意味している。大気暴露と酸素酸

化処理の違いも含めて、角度分解 X 線光電子分光

結果の詳細な解析結果は、当日報告する。 
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Fig. 1 O 1s photoelectron spectra arising from 

In0.53Ga0.47As with air oxidation treatment. 
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Fig. 2 Dependence of spectral intensity ratio on 

oxidation time. 
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